1-)
a) NMOS ID-VDS (VBS=0, VGS=0V-5V, VDS=0V-5V)
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Bu grafikte Vbs=0 V iken farkli Vgs degerlerinde Id-Vds egrilerini goriiyoruz. Bu
grafikte de goriildiigii gibi Vds= Vgs-Vt durumundan sonra Vds’yi voltajim arttirmaya devam
ettigimizde Id akimi sabit kalmamis ve artmaya devam etmistir. Bunun nedeni ise kanal boyu
modiilasyonun etkisidir.

b) NMOS ID-VGS (VSB=0V-5V,VGS=0V-5V, VDS=5V)
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Bu grafikte farkli Vsb degerlerinde 1d-Vgs egrilerini gérmekteyiz. Vsb’nin artmasi ile
egriler giderek saga kaydi ve Vt voltaji artti. Vt voltajinin artmasi nedeniyle de kanalin
derinligi azaldi. Yeniden kanalin derinliginin artmasi icinde Vgs voltaji artmalidir.Bu etkiye
body effect denir.



c¢) NMOS ID-VDS (VSB=0V, VGS=2V, W=1.8u-3.6u-7.2u, VDS=0V-5V)
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Bu grafikte Vsb=0 v iken farkhh W degerine gore Id-Vds egrilerini gormekteyiz. W
degeri arttirildiginda Id akimi da artmaktadir. W ile Id birbirleri ile dogru orantilidir.

d) PMOS ID-VDS (VSB=0V, VSG=0V-5V, VDS=0V-5V)

File Edit

Bu grafikte bu kezde PMOS icin farkh Vsg degerleri icin yine grafigini gérmekteyiz. PMOS

da tiim degerler negatif oldugundan grafikte negatif bolgede ¢cikmigtir. Burada da kanal boyu
modiilasyonu etkisi goriilmektedir. Transistor doyuma ulastiktan sonra Id akimi sabit kalmas:
gerekirken, Id akimi sabit kalmayip artmistir.




e) PMOS ID-VGS (VSB=0V-5V, VSG=0V-5V, VDS=5V)
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Bu grafikte PMOS icin Vsb arttirihirken I1d-Vgs grafiklerini gormekteyiz. Burada body etkisi
goriilmektedir. Vsb gerilim arttikca Vt gerilimi diismektedir ve boylece kanal kaybolmaya
baslamaktadir.Kanalin kaybolmamasi icinde Vsg artirilmalidir. Eger Vbs pozitif degerde
olursa kanal olusmaz ve transistor cut-off durumundadir.

f) PMOS ID-VDS (VBS=0V, VSG=2V, VDS=0V-5V)
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Bu grafikte Vbs=0 iken farkli W degerine gore Id-Vds egrileri goriilmektedir. W degerini
1.8u’dan 3.6u’ya arttig1 zaman Id degeri artmaktadir. W ile Id birbiriyle dogru orantihidir.

2)

a) NMOS ID-VDS (VBS=0V, VGS=0.2V-2V, VDS=0V-2V , W=90u,L=1u)

Burada NMOS icin ID-VDS grafiklerini gormekteyiz. a seceneginde NMOS uzun kanalli, b
seceneginde ise NMOS ise kisa kanallidir. Kisa kanalli NMOS da daha erken saturation



yasanmistir. Bunun nedeni elektrik alan dar alanda daha etkilidir. Yani hiz doyumuna sebep
olan kritik elektrik alan degerine burada daha cabuk ulasilmaktadir.



